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研究成果の概要 

 

結晶中に存在する線状の格子欠陥を「転位」といい、結晶の塑性変形は転位の運動と増殖によって生じ

る。無機半導体結晶中の転位は母材と全く異なる原子・電子構造を有することから、特異な機能特性の

起源となりうることが知られている。そこで当該年度は、硫化亜鉛（ZnS）単結晶中の転位について、

その光学的機能に着目し、研究を実施した。第一原理を用いた理論解析によると、硫化亜鉛中の転位は

キャリアをトラップする機能を有する。さらに、キャリアトラップすることでより安定な構造へと原子

構造が変化し、その原子構造変化に伴ってバンドギャップ中に欠陥準位を有する新たな電子構造が形

成することが明らかになってきた。そこで本課題では、塑性変形により転位を導入した硫化亜鉛単結晶

について、分光光度計を用いた光透過率測定法を適用し、キャリアトラップに伴う電子構造変化につい

て実験的な抽出を試み、これに初めて成功した。 
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